
112 學年度科技校院四年制與專科學校二年制 

統一入學測驗公告答案 

考科代碼：4-03-1、4-04-1 

類  別：電機與電子群電機類、電機與電子群資電類 

考  科：專業科目(一)基本電學、基本電學實習、電子學、

電子學實習 

 

題號 答案 題號 答案 題號 答案 題號 答案 題號 答案 題號 答案 

1 B 11 B 21 D 31 C 41 B 51   

2 A 12 A 22 D 32 A 42 C 52   

3 D 13 C 23 A 33 D 43 C 53   

4 C 14 B 24 A 34 A 44 C 54   

5 C 15 A 25 B 35 D 45 D 55   

6 A 16 C 26 B 36 B 46 C 56   

7 D 17 D 27 C 37 B 47 D 57   

8 D 18 C 28 A 38 D 48 D 58   

9 C 19 D 29 B 39 A 49 C 59   

10 C 20 A 30 D 40 B 50 B 60   

 



 

 
 1. Wb→a＝Q(Va－Vb) 

0.1＝2×10－3(60－Vb) 
Vb＝10V 

 2. Ra＝
b

b
A4

2
ρ ＝

2
1 Rb 

Ra：Rb＝1：2 
 3. Vn＝0V 

Vb＝－3V 
Vc＝2＋(－3)＝－1V 
Va＝－1＋(－3)＝－4V 
Vd＝－4＋(－3)＝－7V 
Vac＝－4－(－1)＝－3V Vac＜Vad 
Vad＝－4－(－7)＝＋3V 
Vbn＝－3V Vcn＝－1V Vdn＜Vcn 
Vdn＝－7V Vac＝－3V Vdn＜Vac 

 4. E＝
2

10 R1＋10＝5R1＋10 

E＝
8

16 R1＋16＝2R1＋16 

R1＝2Ω E＝5×2＋10＝20V 
R2＝18Ω 20＝I×2＋I×18 
I＝1A V2＝1×18＝18V 



 

 5.   

VTh＝－2×3－2×2＝－10V 
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I＝4－4＝0A 
 8.  

V1＝120×
5010
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＋

＝100V 

V2＝120×
5010
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＋

＝20V 

 



 

 9. WT＝ 2
1
×(12×10－3＋8×10－3)×202＝4J 

10. τ＝RC＝2×103×25×10－6＝50×10－3s＝50ms 
11. v1(t)＝20cos(314t－60°)＝20sin(314t＋30°)，v1(t)超前 v2(t)60°。 

12. AC





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
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　
TZ ＝j4＋12//(j4－j4＋4)＝3＋j4＝5∠53.1° 

IT＝ 5
10

＝2A 

Ω12I ＝2×
4j4j412

4j4j4
－＋＋

－＋
＝0.5A 

13. Z＝6＋j20－j12＝6＋j8＝10Ω 

I＝
10

100
＝10A 

P＝I2R＝102×6＝600W 
S＝I2Z＝102×10＝1000VA 
Pmax＝P＋S＝600＋1000＝1600W 

14. V＝10(8－j6)＝10×10＝100V 

I1＝ 4j3
100
＋

＝
5

100
＝20A 

P＝202×3＋102×8＝2000W 
Q＝202×4－102×6＝1000VAR(L 性) 

15. XL＝1000×6×10－3＝6Ω 
Z


＝6＋j6＝6 2 ∠＋45° 

I
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

4526
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i(t)＝10 2 sin(1000t＋15°)A 
16. ImaxR 性 XL＝XC 

ωL＝
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1
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10202000
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17. RLC 並聯諧振 
電流最小 
導納最小 

BW＝
Q
fo   Q 大，BW 小 

QLo＝Qco 

18. R＝ 31020
4.12
－

＝620Ω 

R＝620×10°Ω±1% 
  藍 紅 黑 黑 棕 

19. 重疊 
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＋

＝2A       I2＝－2×
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22
2
＋

＝2A 

I＝2＋(－1)＋2＝3A 
20. ES＝ISRS＝10×2＝20V 

τ＝
S

S
R
L

 LS＝0.02×2＝0.04H＝40mH 
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4
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f
1
＝
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101 3 ms＝2ms 

4
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V100VV
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P＝3IP
2RP＝3×202×3＝3600W 
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8j6

100
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＝10A 

PT＝202×3＋102×6＝1800W 
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－60＋

6
V1 ＋

12
V1 ＋

24
V1
＋

＝0 

V1＝

6
1

12
1

6
1

60

＋＋
＝

12
5

60
＝144V 

I1＝ 6
144

＝24A 

I2＝ 12
144

＝12A 



 

25. 

 
RTh＝6//12＋4＝8Ω 
VTh＝60×(6//12)＝240V 
RL＝RTh＝8Ω 

PLmax＝ 84
2402


＝1800W 

26. D＝
T
t1 ×100%＝

mS5
mS3

×100%＝60% 

Vav＝ T
tV 1P  ＝

mS5
mS3V10 

＝6V 

27. (A)電位差產生載子移動：漂移電流 
(B)N 型半導體：電子濃度＞電洞濃度 
  P 型半導體：電洞濃度＞電子濃度 
(D)N 型半導體：多數載子為電子，少數載子為電洞，整體電性為電中性 

28. IZ(max)＝
Z

(max)Z

V
P

＝
V20
mW320

＝16mA 

IL＝
L

Z
R
V

＝
K2

20
＝10mA 

VS(min)＝(IZK＋IL)×1KΩ＋VZ＝(2mA＋10mA)×1KΩ＋20V＝32V 
VS(max)＝[IZ(max)＋IL]×1KΩ＋VZ＝(16mA＋10mA)×1KΩ＋20V＝46V 

29. BJT 工作於飽和區： 
E－B 與 C－B 接面皆為順向偏壓；猶如開關的"ON"狀態； 
βIB≧ICS，IB增加時，IC不再隨之增加。 

30. IB＝
B

BEEE
R

V|V| －
＝

K200
7.012－
＝0.0565mA 

IC＝βIB＝100×0.0565mA＝5.65mA 
VC＝－ICRC＝－5.65mA×1KΩ＝－5.65V 

31. 
i

o
V
V

＝－β×
πr

R//R 2FC ＝－100×
K1

K42//K3
＝－280 

32. FET 為單載子元件；其輸入阻抗與熱穩定度皆高於 BJT。 

33. gm＝ |V|
I2 DSS

P
×(1－ V

P
)GS

V
＝

3
m102 (1－ 1

－3
－ )＝4.44mA/V 



 

34. ID＝
D

DDD
R

VV －
＝

K2.2
6.1015－
＝2mA 

VGS＝Vt＋ K
ID ＝2＋

m5.0
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＝4V 

VG＝15×
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＋
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D

S
I
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VV －
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45－
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35. 
i

o
V
V

＝－gm(RD//RL)＝－2.4m×(2.2K//10K)≒－4.33 

36. 
i

o
V
V

＝－gm1RD＝－25m×2.7K＝－67.5 

37. 反或閘，Y＝ BA＋  

A B Y 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

 ∴任一輸入為高電位時，其輸出為低電位。 
38. VR＝Vi＝10V 

又∵IB＝IO＝1mA 
 ∴IE＝(1＋β)IB＝(1＋99)×1mA＝100mA 

R＝
E

R
I
V

＝
mA100
V10

＝100Ω 

39. T＝
f
1
＝

500
1

＝2mS 

△t＝
2
T

＝
2
mS2

＝1mS 

＋VOP＝－RC×
t

Vi
△

△
＝－100×103×0.01×10－6×

m1
44－－
＝8V 

－VOP＝－RC×
t

Vi
△

△
＝－100×103×0.01×10－6×

m1
)4(4 －－
＝－8V 

∴Vo(P－P)＝＋VOP－(－VOP)＝8－(－8)＝16V 
40. Vo＝4－2m×1K＋4＝6V 

41. VTH＝＋Vsat× K10K40
K10

＋
＝10×

5
1
＝2V 

VH＝ K10K40
K10

＋
×[＋Vsat－(－Vsat)]＝ 5

1
×[10－(－10)]＝4V 



 

42. 回授網路由三節 R－C 相移電路組成。 
43. 施密特觸發器具有正回授電路。 
44. 哈特萊振盪器用來產生射頻正弦波信號。 

45. V2(rms)＝100×
10
1

＝10V 

Vo(av)＝
π

2 V2P＝
π

2
×(10× 2 )＝

π

220 V 

Vo(rms)＝
2
1 V2P＝

2
1 [ 2 ×V2(rms)]＝V2(rms)＝10V 

fo＝2fs＝2×50Hz＝100Hz 

To＝
of
1

＝
100

1
＝0.01 秒 

46. (1)示波器垂直輸入端與待測端點並聯連接。 
(2)輸入耦合置於"DC"，採用直接交連方式，可測量直流與交流信號。 
(3)螢幕上的垂直方向用來測量電壓的振幅。 

47. 
)PP(i

)PP(o
V
V

－

－
≒

DIV/mV50DIV3
DIV/V1DIV4.4


－

≒－29.33 

48. IC＝
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CCC
R
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＝

K2
1620－

＝2mA 

IE＝
E

E
R
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＝
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04.2

＝2.04mA 

β＝
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C
I
I

＝
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C
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I
－

＝
m2m04.2
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－
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49. VBB2＝VBB1＝12×
K18K90

K18
＋

＝2V 

RBB2＝RBB1＝90K//18K＝15KΩ 

IB2＝
2E22B

2BE2BB
R)1(R

VV
＋β＋

－
＝

K663.0)991(K15
7.02
＋＋

－
＝0.016mA 

IC2＝β2IB2＝99×0.016mA＝1.584mA，VCE2＝ 2
VCC ＝

2
12

＝6V 

RC2≒
2C

2CECC
I

VV －
－RE2＝ m584.1

612－
－0.663K≒3.12KΩ 

50. IB1＝
1E11BB

1BE1BB
R)1(R

VV
＋β＋

－
＝

K3.1)1991(K15
7.02
＋＋

－
＝0.00473mA 

1rπ ＝
1B

T
I
V

＝
mA00473.0

mV26
＝5.497KΩ 

Zin＝90K//18K//5.497KΩ＝4.02KΩ 




